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(54)【発明の名称】 駆動回路、表示装置および駆動方法

(57)【要約】
【課題】  スイッチング素子と画素電極とをマトリクス
状に有するアクティブマトリクスを用いて、液晶などの
表示材料を交流駆動する表示装置において駆動電力を低
減するためには、周辺回路に電位変調回路等を追加する
必要があり、回路規模が大きくなっていた。
【解決手段】  画像信号配線からの給電を受け、画像信
号の電位をサンプリングするＣ―ＭＯＳ構成の半導体ス
イッチング素子と、前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッ
チング素子のＰチャネルトランジスタおよびＮチャネル
トランジスタのそれぞれのゲート電極と前記画像信号配
線との間に設けられた容量とを備えたことを特徴とする
駆動回路。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  所定の入力信号の給電を受け、前記入力
信号の電位をサンプリングして画像信号の電位として画
像信号配線に出力するＣ―ＭＯＳ構成の半導体
スイッチング素子と、前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイ
ッチング素子のＰチャネルトランジスタおよびＮチャネ
ルトランジスタのそれぞれのゲート電極と前記画像信号
配線との間にそれぞれ設けられた容量とを備えたことを
特徴とする駆動回路。
【請求項２】  請求項１に記載の駆動回路と、
前記画像信号配線と互いに交差して、複数の格子領域を
形成する走査信号配線と、
前記複数の格子領域上にマトリックス状に配置された、
前記走査信号配線と前記画像信号配線とからの給電を受
ける半導体スイッチング素子と、
前記複数の格子領域上にマトリックス状に配置された、
前記半導体スイッチング素子を介して、前記画像信号配
線から供給される信号を表示材料に印加するための画素
電極と、
前記画素電極と対向して前記表示材料を保持する対向電
極とを備え、
前記画素電極に印加される信号の電位と前記対向電極の
電位との差は、前記所定の入力信号の電位と前記対向電
極の電位との差より大きいことを特徴とする表示装置。
【請求項３】  請求項２に記載の表示装置の駆動方法で
あって、
前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチング素子のＰチャ
ネルトランジスタおよびＮチャネルトランジスタのそれ
ぞれのゲート電極の電位を、それぞれ独立したタイミン
グで変化させることにより、前記画像信号の電位を変化
させて前記画素電極に信号を印加する工程を備えたこと
を特徴とする表示装置の駆動方法。
【請求項４】  前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチン
グ素子のＰチャネルトランジスタとＮチャネルトランジ
スタとは、同時にはオン状態にならないことを特徴とす
る請求項３に記載の駆動回路の駆動方法。
【請求項５】  前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチン
グ素子に入力される画像信号の電圧の極性は、表示画面
の１フィールド毎もしくは１走査線毎に反転することを
特徴とする請求項４または５に記載の駆動回路の駆動方
法。
【請求項６】  前記画像信号の電圧の絶対値は、前記極
性毎に異なることを特徴とする請求項５に記載の駆動回
路の駆動方法。
【請求項７】  前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチン
グ素子のＰチャネルトランジスタがオン期間の前記画像
信号の電位をＶｓ+、
前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチング素子のＮチャ
ネルトランジスタがオン期間の前記画像信号の電位をＶ
ｓ-とすると、
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前記画像信号の電位Ｖｓ+が印加される場合は、前記対
向電極に対する前記画素電極の電位が高く、
前記画像信号の電位Ｖｓ-が印加される場合は、前記対
向電極に対する前記画素電極の間の電位が低いことを特
徴とする請求項６に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項８】  前記対向電極の電位は一定であることを
特徴とする請求項３に記載の表示装置の駆動方法。
【請求項９】  請求項２から８のいずれかに記載の本発
明の全部または一部の手段の全部または一部の機能をコ
ンピュータにより実行させるためのプログラムおよび／
またはデータを担持した媒体であって、コンピュータに
より処理可能なことを特徴とする媒体。
【請求項１０】  請求項２から８のいずれかに記載の本
発明の全部または一部の手段の全部または一部の機能を
コンピュータにより実行させるためのプログラムおよび
／またはデータであることを特徴とする情報集合体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はＣ－ＭＯＳ構成の薄
膜トランジスタ（以下ＴＦＴと呼ぶ）等のスイッチング
素子を用いサンプル・ホールド回路を構成し、前記のス
イッチング素子と画素電極とをマトリクス状に有するア
クティブマトリクスを用いて、液晶などの表示材料を交
流駆動して画像表示を行う表示装置の駆動方法に関し
て、駆動電力の低減及び駆動回路の簡略化を目的とした
駆動回路、表示装置、表示装置の駆動方法等に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、液晶表示装置においては、駆動電
圧及び駆動回路の消費電力の低減を目的として、対向反
転駆動、シンクロゲート駆動、容量結合駆動等の駆動方
法が考案されてきた。
【０００３】以下に、一例として従来の技術による液晶
表示装置等に用いられる駆動回路による、対向反転駆動
方法について説明する。
【０００４】図３は従来の対向反転駆動方法の駆動波形
のタイミングを示すものである。また、図４はＴＦＴと
画素電極とがマトリクス状に配置された画像表示部分の
等価回路である。図３において、１は画素電極ＴＦＴの
ゲート電極に印加される電圧波形、２は画素電極ＴＦＴ
の画像信号配線に印加される電圧波形、３は画素電極と
の間に液晶材料を保持する為の対向電極に印加される電
圧波形である。ただし図３（ａ）はｎ番目のフィール
ド、図３（ｂ）はｎ＋１番目フィールド（ｎ：正整数）
の場合の波形をそれぞれ示すが、ここにおいては図３
（ａ）を参照して説明を行う。図４において４は画素電
極ＴＦＴのゲート電極、５は画像信号配線、６は対向電
極、７は画素電極を示している。また、図示しないが、
それぞれの画像信号配線５には、画像信号を入力するた
めの入力信号配線と、その信号をサンプリングするため
の半導体スイッチング素子とが設けられている。
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【０００５】以上のように構成された液晶表示装置につ
いて、以下にその動作について説明する。
【０００６】まず、画像信号配線５に印加された電圧波
形２は、画素電極ＴＦＴ４のゲート電極４に印加される
電圧１がハイレベル、即ちＴＦＴがオン状態になったと
きに画素電極７に伝達される。その後前記ゲート電極４
に印加される電圧１ががロウレベル、即ちＴＦＴがオフ
状態になった瞬間に対向電極６の電位を変化させる。こ
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の動作により画素電極７が保持している信号電圧３は変
化する。このときの画素電極電位の変化量３をΔＶ＊と
し、画素電極と対向電極間の液晶容量をＣｌｃ，画素Ｔ
ＦＴのゲート電極と画素電極間の浮遊容量をＣｇｄ，対
向電極電圧の変化量をΔＶｃｏｍとすると、ΔＶ＊は以
下の式で表せる。
【０００７】
【数１】

ΔＶ＊＝｛Ｃｌｃ／（Ｃｌｃ＋Ｃｇｄ）｝×ΔＶｃｏｍ  （１）
このように、対向電極６の電位を変化させることにより
画像信号電圧は実効的にΔＶ＊だけ高く液晶材料に印加
させる事が出来る。これは、駆動回路を構成する場合
に、画像信号電圧をΔＶ＊分低い振幅で入力する事が出
来ることを意味し、この分だけ駆動電力の低減を実現す
ることができる。
【０００８】また、シンクロゲート駆動、容量結合駆動
方法を用いた場合においても、画素電極に保持容量を設
け、保持容量電極を変化させたり、画素ＴＦＴがオフ期
間にゲート電極電位を変化させることにより駆動電圧の
低下を促し、駆動電力の低減を図っている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
従来例の構成では、対向電極を変化させたり、ＴＦＴゲ
ートがオフ期間にゲート電極を変化させたりするため
に、液晶表示装置を駆動するための、画像表示部分の外
部に設けられた周辺回路に電位変調回路を追加する必要
があり、回路規模が大きくなるという問題点を有してい
た。
【００１０】本発明は上記従来の問題点を解決し、通常
の駆動回路と同様の構成で駆動電圧の低減を図ることが
可能な駆動回路、表示装置およびその駆動方法を得るこ
とを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、第１の本発明（請求項１に対応）は、所定の入力
信号の給電を受け、前記入力信号の電位をサンプリング
して画像信号の電位として画像信号配線に出力するＣ―
ＭＯＳ構成の半導体スイッチング素子と、前記Ｃ－ＭＯ
Ｓ構成の半導体スイッチング素子のＰチャネルトランジ
スタおよびＮチャネルトランジスタのそれぞれのゲート
電極と前記画像信号配線との間にそれぞれ設けられた容
量とを備えたことを特徴とする駆動回路である。
【００１２】また、第２の本発明（請求項２に対応）
は、第１の本発明の駆動回路と、前記画像信号配線と互
いに交差して、複数の格子領域を形成する走査信号配線
と、前記複数の格子領域上にマトリックス状に配置され
た、前記走査信号配線と前記画像信号配線とからの給電
を受ける半導体スイッチング素子と、前記複数の格子領
域上にマトリックス状に配置された、前記半導体スイッ
チング素子を介して、前記画像信号配線から供給される

信号を表示材料に印加するための画素電極と、前記画素
電極と対向して前記表示材料を保持する対向電極とを備
え、前記画素電極に印加される信号の電位と前記対向電
極の電位との差は、前記所定の入力信号の電位と前記対
向電極の電位との差より大きいことを特徴とする表示装
置である。
【００１３】また、第３の本発明（請求項３に対応）
は、第２の本発明の表示装置の駆動方法であって、前記
Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチング素子のＰチャネル
トランジスタおよびＮチャネルトランジスタのそれぞれ
のゲート電極の電位を、それぞれ独立したタイミングで
変化させることにより、前記画像信号の電位を変化させ
て前記画素電極に信号を印加する工程を備えたことを特
徴とする表示装置の駆動方法である。
【００１４】また、第４の本発明（請求項４に対応）
は、前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチング素子のＰ
チャネルトランジスタとＮチャネルトランジスタとは、
同時にはオン状態にならないことを特徴とする上記本発
明である。
【００１５】また、第５の本発明（請求項５に対応）
は、前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチング素子に入
力される画像信号の電圧の極性は、表示画面の１フィー
ルド毎もしくは１走査線毎に反転することを特徴とする
上記本発明である。
【００１６】また、第６の本発明（請求項６に対応）
は、前記画像信号の電圧の絶対値は、前記極性毎に異な
ることを特徴とする上記本発明である。
【００１７】また、第７の本発明（請求項７に対応）
は、前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチング素子のＰ
チャネルトランジスタがオン期間の前記画像信号の電位
をＶｓ+、前記Ｃ－ＭＯＳ構成の半導体スイッチング素
子のＮチャネルトランジスタがオン期間の前記画像信号
の電位をＶｓ-とすると、前記画像信号の電位Ｖｓ+が印
加される場合は、前記対向電極に対する前記画素電極の
電位が高く、前記画像信号の電位Ｖｓ-が印加される場
合は、前記対向電極に対する前記画素電極の間の電位が
低いことを特徴とする上記本発明である。
【００１８】また、第８の本発明（請求項８に対応）
は、前記対向電極の電位は一定であることを特徴とする
上記本発明である。
【００１９】また、第９の本発明（請求項９に対応）
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は、第２から第８のいずれかの本発明の全部または一部
の手段の全部または一部の機能をコンピュータにより実
行させるためのプログラムおよび／またはデータを担持
した媒体であって、コンピュータにより処理可能なこと
を特徴とする媒体である。
【００２０】また、第１０の本発明（請求項１０に対
応）は、第２から第８のいずれかの本発明の全部または
一部の手段の全部または一部の機能をコンピュータによ
り実行させるためのプログラムおよび／またはデータで
あることを特徴とする情報集合体である。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照しながら説明する。
【００２２】（実施の形態）図１に、本発明の実施の形
態による駆動回路および表示装置である、ＴＦＴアクテ
ィブマトリックス駆動ＬＣＤの表示要素の電気的等価回
路を示す。各表示要素は走査信号配線８、画像信号配線
９の交点にＴＦＴ１０を有し、画像信号配線９には、Ｃ
－ＭＯＳ構成をしたＮチャネルＴＦＴ１１およびＰチャ
ネルＴＦＴ１２が接続され、ＮチャネルＴＦＴゲート配
線１４とＰチャネルＴＦＴゲート配線１５とにそれぞれ
印加される電圧が独立に変化することによって、外部入
力画像信号配線１３より入力された画像信号をスイッチ
動作的にサンプリングする。ＴＦＴ１０には寄生容量と
して１本の画像信号配線上の全ての画素ＴＦＴのゲート
電極との総和である画素ＴＦＴゲート・ソース間容量Ｃ
ｇｓ１６と、画素ＴＦＴのゲート電極と画素電極間の寄
生容量Ｃｇｄ２０とがある。
【００２３】さらに意図的に形成された容量として、Ｐ
チャネルＴＦＴゲート・ソース間容量Ｃｇｓｐ１７とＮ
チャネルＴＦＴゲート・ソース間容量Ｃｇｓｎ１８及び
液晶容量Ｃｌｃ１９がある。なお、ＰチャネルＴＦＴゲ
ート・ソース間容量Ｃｇｓｐ１７、ＮチャネルＴＦＴゲ
ート・ソース間容量Ｃｇｓｎ１８、液晶容量Ｃｌｃ１９
を具体的に構成するためには、２層の導電体電極間の誘
電体薄膜による容量形成方法や、液晶材料の誘電率で決
定されるコンデンサなどが用いられる。
【００２４】上記の各要素電極には、外部からの駆動電
圧として、走査信号配線８には走査信号Ｖｇを、外部入
力画像信号配線１３には画像信号電圧Ｖｓｉｇを、Ｃ－
ＭＯＳ構成のＮチャネルＴＦＴゲート配線１４には選択
信号ＶｇｎＰチャネルＴＦＴゲート配線１５には選択信
号Ｖｇｐを、そして液晶容量Ｃｌｃ１９の対向電極３０*
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*には、設計事項として定められる一定の電圧をそれぞれ
印加する。上記した寄生ないしは意図的に形成した各種
の容量を介した駆動電圧の影響は、画像信号配線９、及
び画素電極３１に現れる。
【００２５】上記のように構成された、本発明の実施の
形態による駆動回路および表示装置であるＴＦＴアクテ
ィブマトリクス駆動ＬＣＤについて、以下、その動作を
図面を参照しながら説明するとともに、これにより、本
発明の駆動方法について説明を行う。
【００２６】まず、図２はあるフィールド目及び前記あ
るフィールド目の次のフィールド目の走査信号線８、Ｎ
チャネルＴＦＴゲート配線１４、ＰチャネルＴＦＴゲー
ト配線１５、及び画素電極３１に印加される電圧波形の
タイミングを示したものである。外部入力画像信号配線
１３にはＶｓ+及びＶｓ-電圧がフィールド毎に極性を反
転しながら印加されている。
【００２７】走査信号配線８に印加される波形２１のハ
イレベル電圧をＶｇＨ、ロウレベル電圧をＶｇＬとする
と、画素ＴＦＴ１０のゲート電極にＶｇＨが印加されて
いる状態、即ち画素ＴＦＴ１０がオン状態の時は、Ｎチ
ャネルＴＦＴゲート電圧波形２２またはＰチャネルゲー
ト電圧波形２３により、外部入力信号配線１３の電圧が
サンプリングされた信号が、画像信号配線９に印加さ
れ、画素ＴＦＴ１０を経て画素電極３１に電圧Ｖｓ+ま
たはＶｓ-で印加される。
【００２８】次に、画像信号の各フィールド毎に動作を
説明する。
【００２９】まず、あるフィールド目（ｎ番目とする）
の期間においては、外部入力信号配線１３に電圧Ｖｓ+

の信号が入力される。この信号をサンプリングして画像
信号配線９に伝達するタイミングにおいて、Ｃ－ＭＯＳ
構成のスイッチング回路のＰチャネルＴＦＴ１２のゲー
ト電圧がロウレベルＶｐＬ、即ちオン状態になり、Ｎチ
ャネルＴＦＴ１１のゲート電圧がロウレベルＶｎＬ、即
ちオフ状態となることにより、この期間の画素電極３１
の電圧２４はＶｓ+になる。次に、ＰチャネルＴＦＴ１
２のゲート電圧がハイレベル、即ちオフ状態になった瞬
間に、各種の容量の影響で（Ｖｓ+＋ΔＶｐ）の電圧に
上がる。
【００３０】この時の電圧ΔＶｐは以下の式で表せる。
【００３１】
【数２】

  ΔＶｐ＝｛Ｃｇｓｐ／（Ｃｇｓｐ＋Ｃｇｓ）｝×（ＶｐＨ－ＶｐＬ）  （２
）次に、前記ｎ番目のフィールド目の走査信号配線８に印

加される電圧がロウレベルＶｇＬ、即ちオフ状態になっ
た瞬間にも、画素ＴＦＴ１０の寄生容量等の影響により
ΔＶｌｃだけ電圧は下がる。

【００３２】この時の電圧ΔＶｌｃは以下の式で表せ
る。
【００３３】
【数３】

  ΔＶｌｃ＝｛Ｃｇｄ／（Ｃｌｃ＋Ｃｇｄ）｝×（ＶｐＨ－ＶｐＬ）  （３）
したがって、上記式（１）～（３）より、奇数フィール ド目の走査においては、外部よりＶｓ+で入力された信
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号電圧が、画素電極３１には電圧（Ｖｓ+＋ΔＶｐ－Δ
Ｖｌｃ）として印加され、次のフィールドまで画素ＴＦ
Ｔ１０の液晶容量に保持される。
【００３４】次に、前記あるフィールド目の次のフィー
ルド目の走査においては、上記と同様に外部入力信号配
線１３に電圧Ｖｓ-の信号が入力される。この信号をサ
ンプリングして画像信号配線９に伝達するタイミングに
おいて、Ｃ－ＭＯＳ構成のスイッチング回路のＮチャネ
ルＴＦＴ１１電圧のゲート電圧はハイレベルＶｎＨ、即
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ちオン状態になり、ＰチャネルＴＦＴ１２のゲート電圧
はハイレベルＶｐＨ、即ちオフ状態となることにより、
この期間の画像信号配線９の電圧は、Ｖｓ-になる。
【００３５】次に、ＮチャネルＴＦＴのゲート電圧がロ
ウレベル即ちオフ状態になった瞬間に各種の容量の影響
で（Ｖｓ-－ΔＶｎ）の電圧に下がる。
【００３６】この時のΔＶｎ電圧は以下の式で表せる。
【００３７】
【数４】

  ΔＶｎ＝｛Ｃｇｓｎ／（Ｃｇｓｎ＋Ｃｇｓ）｝×（ＶｎＨ－ＶｎＬ）  （４
）次に、前記（ｎ＋１番目）のフィールドの走査信号配線

８に印加される電圧がロウレベルＶｇＬ、即ちオフ状態
になった瞬間にも、画素ＴＦＴ１０の寄生容量等の影響
により前記のΔＶｌｃだけ電圧が下がる。
【００３８】以上のように、（ｎ＋１）フィールド目の
走査においては、外部よりＶｓ－で入力された信号電圧
が、画素電極３１に電圧（Ｖｓ-－ΔＶｎ－ΔＶｌｃ）
にて印加され、次のフィールドまで画素ＴＦＴ１０の液
晶容量に保持される。
【００３９】即ち、外部から入力された振幅が｜Ｖｓ+

－Ｖｓ-｜の交流信号は、画素電極３１に｜Ｖｓ+－Ｖｓ
-＋ΔＶｐ＋ΔＶｎ｜の電圧に増幅されて印加すること
が出来る。
【００４０】以上のように本発明の実施の形態によれ
ば、表示装置内に構成した駆動回路である、外部入力信
号をサンプリングする為のＣ－ＭＯＳ構成のスイッチン
グ素子のＰチャネルＮチャネル各々のゲート電極と画像
信号配線間に容量を設け、極性反転されたＶｓ＋信号が
外部から入力された場合にはＰチャネルＴＦＴを動作さ
せ、Ｖｓ-信号が入力された場合にはＮチャネルＴＦＴ
を独立に動作させる事により、表示装置を駆動するため
の外部周辺回路に電位変調回路を追加する必要なく、表
示装置の外部から入力された振幅が｜Ｖｓ+－Ｖｓ-｜の
交流信号を、画素電極に対し、｜Ｖｓ+－Ｖｓ-＋ΔＶｐ
＋ΔＶｎ｜の電圧に増幅して印加することが出来る。
【００４１】なお、実施の形態においては、Ｐチャネル
ＴＦＴゲート・ソース間容量Ｃｇｓｐ１７とＮチャネル
ＴＦＴゲート・ソース間容量Ｃｇｓｎ１８は、意図的に
形成された容量として説明を行ったが、これは各ＴＦＴ
に寄生する容量としても良い。また、画素ＴＦＴ１０の
ドレイン側に液晶容量に印加された電圧を保持する為に
蓄積容量を設けても良い。さらに蓄積容量のＴＦＴドレ
インとの対向側の電圧は、一定のレベルであれば任意で
良い。また、スイッチング素子はＴＦＴに限らず、Ｃ－
ＭＯＳ構成を有した半導体スイッチング素子であればよ
い。
【００４２】また、本発明の駆動回路、表示装置および
駆動方法は、実施の形態においては液晶表示装置に対し
て用いられるとして説明を行ったが、これに限定する必
要はなく、他にプラズマディスプレイ、ＥＬ（エレクト

ロルミネッセンス）ディスプレイ等に対し用いてもよ
い。
【００４３】また、上記の説明においては、本発明の実
施の形態における駆動回路、表示装置および表示装置の
駆動方法について説明を行ったが、本発明は、上述した
本発明の全部または一部の手段の全部または一部の機能
をコンピュータにより実行させるためのプログラムおよ
び／またはデータを担持した媒体であり、コンピュータ
により読み取り可能且つ、読み取られた前記プログラム
および／またはデータが前記コンピュータと協動して前
記機能を実行する媒体として実現してもよい。
【００４４】また、本発明は、上述した本発明の全部ま
たは一部の手段の全部または一部の機能をコンピュータ
により実行させるためのプログラムおよび／またはデー
タであり、前記コンピュータと協動して前記機能を実行
することを特徴とする情報集合体として実現してもよ
い。
【００４５】また、上記において、データとは、データ
構造、データフォーマット、データの種類などを含む。
また、媒体とは、ＲＯＭ等の記録媒体、インターネット
等の伝送媒体、光・電波・音波等の伝送媒体を含む。ま
た、担持した媒体とは、例えば、プログラムおよび／ま
たはデータを記録した記録媒体、やプログラムおよび／
またはデータを伝送する伝送媒体等をふくむ。
【００４６】さらに、コンピュータにより処理可能と
は、例えば、ＲＯＭなどの記録媒体の場合であれば、コ
ンピュータにより読みとり可能であることであり、伝送
媒体の場合であれば、伝送対象となるプログラムおよび
／またはデータが伝送の結果として、コンピュータによ
り取り扱えることであることを含み、情報集合体とは、
例えば、プログラムおよび／またはデータ等のソフトウ
エアを含むものである。
【００４７】したがって、以上説明した様に、本発明の
構成は、ソフトウェア的に実現しても良いし、ハードウ
ェア的に実現しても良い。
【００４８】
【発明の効果】以上のように本発明は、表示装置内に外
部入力信号をサンプリングする為のＣ－ＭＯＳ構成のス
イッチング素子のＰチャネルＮチャネル各々のゲート電
極と画像信号配線間に容量を設け、外部から入力される
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極性反転された信号に応じてＰチャネルトランジスタと
Ｎチャネルトランジスタとを独立に動作させる事によ
り、液晶表示装置を駆動するための周辺回路に電位変調
回路を追加する必要なく、画像信号出力回路の低消費電
力化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態におけるＴＦＴアクティブ
マトリクス駆動ＬＣＤの表示要素の電気的等価回路図
【図２】本発明実施の形態における駆動波形のタイミン
グの説明のための図
【図３】従来の対向反転駆動方法の駆動波形のタイミン
グの説明のための図
【図４】従来のＴＦＴと画素電極がマトリクス状に配置
された画像表示部分の等価回路図
【符号の説明】
１  画素電極ＴＦＴのゲート電極に印加される電圧波形
２  画素電極ＴＦＴの画像信号配線に印加される電圧波
形
３  画素電極との間に液晶材料を保持する為の対向電極
に印加される電圧波形
４  画素電極ＴＦＴのゲート電極
５  画像信号配線 *
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*６  対向電極
７  画素電極
８  走査信号配線
９  画像信号配線
１０  ＴＦＴ
１１  ＮチャネルＴＦＴ
１２  ＰチャネルＴＦＴ
１３  外部入力信号配線
１４  ＮチャネルＴＦＴゲート配線
１５  ＰチャネルＴＦＴゲート配線
１６  画素ＴＦＴゲート・ソース間容量Ｃｇｓ
１７  ＰチャネルＴＦＴゲート・ソース間容量Ｃｇｓｐ
１８  ＮチャネルＴＦＴゲート・ソース間容量Ｃｇｓｎ
１９  液晶容量Ｃｌｃ
２０  画素ＴＦＴのゲート電極と画素電極間の寄生容量
をＣｇｄ
２１  走査信号配線８に印加される波形
２２  ＮチャネルＴＦＴゲート電圧波形
２３  Ｐチャネルゲート電圧波形
２４  画素電極の電圧
３０  対向電極
３１  画素電極

【図１】 【図２】
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